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PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehéuse BC224

Besonders geeignet fiir NF-Vorstufen und Treiberstufen

Mechanische Daten

"Silect in line™

&zl

1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor
Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehiiuse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lot

temperaturen ohne Deformation. Die Elements haben unter hohen Feuchtigkeltsbedingungen aus-
gezelchnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte®**

Kaollektor-Basis-Spannung =3V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —30v
Emitter-Basis-Spannung -6V
Kollektor-Dauerstrom =30 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) 250 mW
Lagertemperatur —55°C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bel offener Basis,
2. Fallt linear bis zur Umgebungsiemperatur von 150 °C ab; Ableitungskonstante 2 mW/°C,

* Schutzmarke von Texas Instruments.
** Vorldufige Daten.
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Elektrische Kennwerte bel Ty= 25 °C

Paramater Prifbedingungen min max Einh.
Ummycro Kellektor-Emitter-Sperrspannung lg = —1 mA, lp = 0 —30 y
leno Kollektor-Basis-Reststrom Upg = —20V, Ig =0 =100 na&
|ERO Emitter-Basis-Reststrom Ugp = —6V, lg=10 —100 n&
hre Gleichstromverstérkung Upp = =5V, lg=—1mA 150 450

hzie Klginsignal-Stromverstarkung Upg = -5V, lg=—1mA, f=1EkHz 150 800

Une Bazis-Emitter-Spannung Ueg = —56W, lg=—1mA 05 =1 vV
Ucegaty Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung  Is = —05 mA, lg = —10 mA 07 v
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